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内容概要

本书以当前流行的数码产品为主线，涵盖以下四部分内容：第1篇为移动存储篇，主要讲述U盘、读卡
器、移动硬盘等移动存储设备的组成、工作原理、USB接口协议及芯片选择，还介绍了移动存储的管
理和使用、误操作及处理、文件复制及故障维修等内容：第2篇为数码相机与摄像机篇，主要讲述数
码相机与摄像机的原理、结构和功能，从光学镜头、电子耦合器件、液晶显示器、电子主控板及电池
组件等方面分别进行论述，并介绍了数码相机和摄像机的故障和维修方法：第3篇为数字电视接收器
篇，以数字电视接收系统原理、电视信号的产生和类型为基础，从编解码器、DSP信号测试、USB传
输与检测等方面重点讲解故障和检修方法：第4篇力图像视频采集实圳篇，主要讲述图像视频采集系
统理论，并逐一介绍图像视频采集系统的组成部件，包括网络摄像头、图像传感器等，并讲解了影响
图像质量的要素及系统常见故障解决和优化。
　　本书可以作为人中专院校和数码产品维修培训班的教材，也可以作为数码产品爱好者自学的参考
书。
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章节摘录

　　3.1.2 U盘和SD卡存储介质原理　　在移动存储中u盘和SD卡中的存储介质极其相似，都是Flash
Memory（闪存），下面来介绍。
Flash Memory的介质原理。
　　现在的半导体存储设备普遍采用了一种叫做“Flash Memory”的技术。
从字面上可理解为闪速存储器，它的擦写速度快是相对于EPROM而言的。
Flash Memory是一种非易失型存储器，因为掉电后，芯片内的数据不会丢失，所以很适合用来做计算
机的外部存储设备。
它采用电擦写方式、可10万次重复擦写、擦写速度快、耗电量小。
　　1.NOR型Flash芯片　　我们知道三极管具备导通和不导通两种状态，这两种状态可以用来表示数
据O和数据1，因此三极管作为存储单元的三极管阵列就可作为存储设备。
Flash技术是采用特殊的浮栅场效应管作为存储单元。
这种场效应管的结构与普通场效应管有很大区别。
它具有两个栅极，一个如普通场效应管栅极一样，用导线引出，称为“选择栅”；另一个则处于二氧
化硅的包围之中不与任何部分相连，这个不与任何部分相连的栅极称为“浮栅”。
通常情况下，浮栅不带电荷，则场效应管处于不导通状态，场效应管的漏极电平为高，则表示数据l。
编程时，场效应管的漏极和选择栅都加上较高的编程电压，源极则接地。
这样大量电子从源极流向漏极，形成相当大的电流，产生大量热电子，并从衬底的二氧化硅层俘获电
子，由于电子的密度大，有的电子就到达了衬底与浮栅之间的二氧化硅层，这时由于选择栅加有高电
压，在电场作用下，这些电子又通过二氧化硅层到达浮栅，并在浮栅上形成电子团。
浮栅上的电子团即使在掉电的情况下，仍然会存留在浮栅上，所以信息能够长期保存（通常来说，这
个时间可达10年）。
由于浮栅为负，所以选择栅为正，在存储器电路中，源极接地，所以相当于场效应管导通，漏极电平
为低，即数据0被写入。
擦除时，源极加上较高的编程电压，选择栅接地，漏极开路。
根据隧道效应和量子力学的原理，浮栅上的电子将穿过势垒到达源极，浮栅上没有电子后，就意味着
信息被擦除了。
NOR型Flash芯片构造原理和结构示意图分别如图3.2和图3-3所示。
　　由于热电子的速度快，所以编程时间短，并且数据保存的效果好，但是耗电量比较大。
　　每个场效应管为一个独立的存储单元。
一组场效应管的漏极连接在一起组成位线，场效应管的栅极连接在一起组成选择线，可以直接访问每
一个存储单元，也就是说可以以字节或字为单位进行寻址，属于并行方式。
因此，可以实现快速的随机访问，但是这种方式使得存储密度降低，相同容量时耗费的硅片面积比较
大，因而这种类型的Flash芯片的价格比较高。
　　特点：数据线和地址线分离、以字节或字为单位编程、以块为单位擦除、编程和擦除的速度慢、
耗电量大、价格高。
　　⋯⋯
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编辑推荐

《现代数码产品及其维修技术（附CD光盘1张）》以初学者的需求为出发点，以精炼的语言和丰富的
内容为基础，图文并茂地讲述了流行数码产品的维修测试，并将一些基础知识和案例以生动的场景再
现。
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